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酸化ガリウム (Ga2O3) は、その 4.5 eV と非常に大きなバンドギャップエネルギー、および強い

イオン性結合に起因する物性から、高温、放射線下などに代表される極限環境での様々なエレク

トロニクス応用が期待されている。 

これまでに我々は、Ga2O3 MOSFET の 300℃までの安定動作を実現している [1]。また、ゲート

長 3 µm の Ga2O3 MOSFET において、非常に高い積算ドーズ量 1.6 MGy（SiO2 換算）のガンマ線

照射後も、そのデバイス特性はほとんど劣化しないことを確認した [2]。これらの結果は、Ga2O3 

MOSFET は、その物性から予想されるように高温および放射線に対して高い耐性を有しているこ

とを示している。しかしながら、高周波応用に向けて作製したゲート長 0.15 µm の Ga2O3 MOSFET

においては、積算照射量 0.3 MGy と低ドーズ照射にも関わらず、しきい値ゲート電圧シフトなど

の顕著なデバイス特性の劣化が見られた。これは、チャネル形成時の Si イオン注入ドーピング濃

度を一桁程度大きくしたことによる、Ga2O3 結晶欠陥密度の増加が要因であると考えている。 

本講演では、主に高温および放射線下での無線通信および信号処理応用を念頭に研究開発を進

めてきた、Ga2O3 MOSFET の高周波デバイス特性およびその耐性試験結果について報告する。 

本研究は、総務省 ICT 重点技術の研究開発プロジェクト (JPMI00316)「次世代省エネ型デバイ

ス関連技術の開発・実証事業（第二期）（環境省連携事業）」の委託を受け実施したものである。 
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